
Lichtemitterdiode VO_A 15 

Die VQA 15 ist eine rotstrahlende GaAsP-Diode auf Festkörper- 

basis in diffus abstrahlender, farbloser Allplast-Linsen-Ver- 

kappung. Die Diode ist vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- 

und Kontrollelement in Geräten und Anlagen vorgesehen. 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 10° Stunden. 

Kenngrößen bei «5L = 25 % min, typ. max. 

Lichtstarke“ 
dei IF 20 mA VQA 15 2) ‘TY O4 - = Mmcd 

VQA 15 A2 D O4 — - md 
voa 15 8° 1, 06 - — m08 
va 1503 1, 0,9 - — mod 

Durchlaßgleichspannung 
bei Ip = 20 mA Ur - = 48 Y 
Sperrgleichstrom 
bei Up = T Ir - = 100 ya 

Abstrahlwinkel3) 
bei Ip = 20 mA ®@ 100 - 5 9 

Wellenlänge der max„ 
spektralen Emission ) 
bei ‘.l21‚1 20 mA lmaz 630 — 690 nm 

Reduktionskoeffizient 
des Durchlaßgleichstromes 
bei %, = 25 dis 70 °C —Ir - - 0,66 mA/K 

Temperaturkoeffizient 
der Li.: tst;arke ö 
bei = 25 bis 70 %C —Kr - - 1,0 %K 

UL1chtstärkemes ung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15°+ 39 

2)Innerhalb einer Verpackun5seinhei.t (& 1000 Dioden) beträgt 
die Gruppenbreite 5 2,0 

3)D:i.e sStrahlende Fläche des Chips befindet sich innerhalb der 
Anzeigefläche 

"')Die Halbwertsbreite liegt bei 40 nm 
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VOA 15 
Grenzkennwerte min. wmaxX, 

Durchlaßgleichstrom C 
bei > =25 bis 25 "C IT - 40 mA 

Spitzendu.rchlsßstmm,5) 
periodischer ° 
bei 4 = -25 bis 25 ° Ippu - 4 A 

rrgleichspannung 
s€::. *> B5 tie 70 ° % = 5 v 

Betriebastemperaturbereich $ 25 70 % 

Lagerungstemperaturbereich "°atg =50 50 ° 

’ - : ä 57vp = 1008 T= 1 : 1000; abweichende Tastverhältnisse nach 
Vereinbarung mit dem Hersteller 
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Masse: 0,03 g 

Standard: TGL 4816 
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VOQA15 

Informationshinweis zur Lichtstärkekennzeichn! 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 

Soll die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Montage 

der Dioden z. B, auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur 

Kennzeichnung — sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können — nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten 

empfohlen, 

Farbcodierung 

Lichtstärke- Grundtyp A B c 
gruppe 

Farbpunkt - rot |schwarz| grün 
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